i Diodo Gunn planar

de alta potencia y alta frecuencia
basado en Nitruro de Galio (GaN)

Objetivo del proyecto

Con el objetivo de conseguir un uso generalizado de las tecnologias de terahercios (THz), el grupo de
investigacion Research Group on High-Frequency Nanoelectronic Devices (https://nanoelec.usal.es/) viene
trabajando en los ultimos afios en la simulacion, disefio, fabricacién y, posteriormente, la caracterizacion de un
emisor de estado sdlido funcionando a frecuencias en el rango de subterahercios (~200 GHz-300 GHz)
aprovechando las propiedades del GaN dopado a través del uso de una geometria planar en el que el
transporte de los portadores se realiza por canales estrechos (y con forma en V o similar) que permitan focalizar
el campo eléctrico y gestionar adecuadamente el calentamiento, junto con la incorporacién de un aspecto
novedoso en la fabricacién del dispositivo, un tercer terminal en la parte inferior del mismo (de tipo Schottky, o
por medio de una estructura MOS, aislado con un dieléctrico) que permite la supresion del proceso de
avalancha atribuido a mecanismos de ionizacién por impacto. El objetivo de este proyecto era redisefiar,
redefinir y optimizar un oscilador Gunn planar de alta potencia y alta frecuencia a través de la simulacién Monte
Carlo utilizando los recursos de SCAYLE.

Participantes del proyecto

Universidad de Salamanca, www.usal.es

SCAYLE, Supercomputaciéon Castilla y Ledn
(Espafa), www.scayle.es

Ejecucion: 2024.

Financiacion del proyecto

Fundacién General de la Universidad de Salamanca
(PLAN TCUE 2024-2027).
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(a) Estructura tridimensional del dispositivo objeto de estudio. (b)
Estructura 2D simulada.

TRANSFERENCIA
NOS DE CONOCIMIENTO
IMPULS EéJunta de Univ(D>» rsidad
Castillay Leon mpresa

PC_TCUE23-24_011

pag.1




Justificacion del proyecto

Gracias a este proyecto se logré financiacién para
poder realizar las simulaciones Monte Carlo
utilizando recursos de SCAYLE para redefinir y
optimizar el oscilador Gunn planar de alta potencia
y alta frecuencia. Se estudié ademas la influencia de
la geometria, energia intervalle y el efecto de la
temperatura en las oscilaciones Gunn, ademés del
estudio de efectos térmicos a través de un modelo
basado en inteligencia artificial.
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Perfiles instantaneos del campo eléctrico cuando se aplica una polarizaciéon de 50 V entre los contactos de drenador y fuente.
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